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« Pozorovany opticky indukované zmény SHG na Si;N, @
SION, fenkych vrstvach deponovanych na substratu Si
«Zmény zkoumdny v zAvislosti na riznych parametrech

« Jako pravdépodobnd pricina zjistena teplem indukovand
Zména v mechanickém napéti ve vrstve
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